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１．概要（Summary） 

低温成長 GaAs 系混晶半導体は、光通信帯である波

長 1.5 µm帯に位置するファイバーレーザを光源として利

用可能な光伝導アンテナ (PCA) への応用が期待され

ている。波長が 0.8 µm帯に位置するレーザを光源とした

PCA 用材料として従来から使用されてきた低温成長

GaAs は高抵抗、短キャリア寿命、高移動度の 3 つの特

性を有していると報告されている[1]。今回、その候補材料

として本グループが提案している低温成長 GaAs 系混晶

半導体の結晶成長と基礎特性評価を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

薄膜構造評価 X 線回折装置、ラザフォード後方散乱

（RBS）測定装置 

【実験方法】 

試料は分子線エピタキシー (MBE) 法により、GaAs 

(001) 基板上に 180 ˚C で膜厚 200 nm の GaAs1-xBix

の成長を試みた。また、水素雰囲気中で 600 ˚C、1 時間

熱処理を行った。成長した試料をX線回折 (XRD) 法お

よびRBS測定装置を用いて熱処理前後の結晶性を評価

した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成長した GaAs1-xBixの XRD 測定より、GaAs 基板以

外の回折ピークが確認された。GaAs 基板上に GaAs1-

xBix層が成長したと考えられる。 

熱処理前のRBSスペクトルをFig. 1に示す。Random

測定時、Aligned測定時共に、Bi原子に対応した信号が

Channel number 930 付近に確認できる。Random 測

定では、表面方向に向かって散乱数が多くなっており、Bi

原子が表面偏析していると考えられる。また、熱処理後で

は Random 測定と Aligned 測定の散乱数の差が小さく

なっており、Bi 原子が結晶格子サイトから脱離したと考え

られる。 

 今後は、Bi が均一に層内に取り込まれる成長方法を確

立し、熱処理後においても Bi 原子が結晶格子サイトから

脱離することのないよう成長条件を最適化する。 

４．その他・特記事項（Others） 

RBS 測定を行ってくださいました広島大学 西山文隆

氏に心より御礼申し上げます。 
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Fig. 1 RBS spectra of GaAs1-xBi 

before annealing. 


